INSTRUMENTACAO NUCLEAR

SEMICONDUTORES




O que € um semicondutor?

Nos materiais cristalinos ha 3 bandas de energi@nvuia, conducao e
proibida.

Banda de Valéncia> Camada mais externa onde o0s elétrons estao
ligados a rede cristalina. Nesta banda os eletrenscalizam quando
nao estao excitados.

Banda de Conduc&® Banda em que os elétrons se encontram livres e
migram pelo cristal.

Banda Proibida> Nao e premitida a presenca de elétrons.



O que € um semicondutor?

banda de banda de banda de
conducéo conducao conducéo

banda de banda de banda de
valéncia valéncia valéncia

condutor semicondutor isolante



Portadores de carga

Os pares elétron-buraco se comportam como comores pa
elétron-ion nos gases.




Portadores de carga




Velocidade de deslocamento
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Semicondutor intrinseco

»Semicondutores completamente puros apresentam oeradme
elétrons na banda de conducao exatamente igualraeralde buracos
na banda de valencia (devido apenas a excitagacr

Ni=P,

elétrons buraCOS

»Embora seja possivel sua descricdo tedrica, nabtidoona pratica
devido a inviabilidade deste grau de pureza.

» A propriedades elétricas destes materiais sao @ansmpela impureza
residual.
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Semicondutor tipo P
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Juncao P-N

tipo N tipo P
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regiao de deplecao
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Regiao de deplecao

tipo N tipo P

doador receptador

g " '. =

camada morta

- N = concentracao do dopante
|28V
d= oo V = HV

e € = energia de ionizacao
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Barreira de superficie

{a) {b)

Figure 11.11 Construction and mounting of silicon junction detectors shown in cross-
sectional view. (@) Surface barrier mount with coaxial connector (M) at rear. The silicon
wafer (S) is mounted in a ceramic ring (I) with electrical contact made between either
side of the junction and opposite metalized surfaces of the ring. The front surface is con-
nected to the outer case (C) and grounded, whereas the back surface is connected to the
center conductor of the coaxial connector. (b) Cutaway view of a transmission mount, in
which both surfaces of the silicon wafer are accessible. The coaxial connector is placed
at the edge of the ceramic ring. (Courtesy of EG & G ORTEC, Oak Ridge, TN.)
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Detector barreira de superficie
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Detector barreira de superficie
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Amostras




Planar Coaxial
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HPGe coaxial

—— 1110 dIfusO=» 0.5 mm de espessura
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Detector
Capsule

To Electronics
(power supply,
amplifier, etc.)

Shroud
Removed

Filter Charcoal
Pack

Germanium Crystal

Liquid Nitr ogen O-Ring Seal

Fill Collar

Preamplifier

Cooled FET
Cooling Rod Cooling Rod Assembly

E
(copper) Stabilizer Mounting
Cup

Charcoal Contact Pin
(to maintain vacuum)
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Detector HPGe




Detector HPGe
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Amostras




Amostras
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Exercicio

Esboce o espectro para um detector barreira defsigeao qual incide
alfa de 5 MeV nas seguintes condic¢oes:

a) Espessura de deplecao maior que o alcance deusarti
b) Espessura de deplecéao igual a ¥2 do alcance tleubesr

c) Como em (a) mas antes atravessa um absorvedoesmeasura igual
a %2 neste absorvedor.
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